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攘娄：拳l耀宣溅磁控溅射系绕在P型SiCGe亵载玻劈瓣底上泷积ITO薄貘，势簪}究其ITO与P型SiCGe戆接皴

特缝与P型SiCGe麓备条件、遥火温度、邋火对蠲静关系。结果寝明：P型SiCGe翻备条件的不同影响着返火使

ITO／p型SiCGe的接触由线性变为非线性或者由非线性变为线性；随着退火激度的增加。接触电阻先减小后增加，

这是由于退火过稷中，接触界瓤层发生了凝应以及接触势垒高度与宽度发生了变化造成的．当退火温度为500℃

时，冀攘魅电阻达翻最枣焦，就露ITO薄貘翡最裹透避率寒达90％，方块毫酲鸯20。6n／强．
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1 孳l畜

为实现SiC器件的抗电磁干扰，开发光控SiC

器件有其必然性。但是SiC对大部分爵凳光帮全部

的红外光都不敏感，很难在光电领域发撵其优势．为

此，提出SiCGe／SiC异质结开发方案，利用SiCGe

中替代位的C调控能带结构[1]，使SiC器件具有在

可觅光或近红矫光领域的灵敏响应。

为配合SiCGe／SiC光控器件的开发，有必要制

造透明导电电极．但到目前为止，与SiCGe接触的

材辩仍然是不透暖的金属(如曩滋，ZrC3】等)，这些

金属接触材料不能被入射光完全透射．如果透明导

电材料能够与SiCGe材料形成欧姆接触，那么光电

二投警戆光电转换效率就会提离，塑是壹至今嚣，透

明导电材料与SiCGe材料形成欧姆接触的实验还

未见报道。本文主要研究透明导电材料ITO与

SiCGe材辩静接触特性，

2 实验

P墅SiCGe层燕通过热璧CVD在Si面SiC衬

底上外延生长得到的．

对外延片和载玻片经过邋当的清洗处理后，放

入超高真空直流磁控溅射台．首先，进行直流轰击清

洗，然后通人氩气在P型SiCGe上和载玻片上沉积

ITO薄膜．生长的本底真空为7．1×10～Pa，基片温

度努1004C，溅篱重压强隽0。6Pa。

对沉积后的ITO薄膜使用RTP一300设备在N。

气的保护下进行退火．退火温度分别为300，400，

500，600程700℃；退火时溺分别隽30，豹，90穰
120s．

3结果与分析

3．1不同沉积条件对ITO薄膜透过率的影响

蓠先，穰震不同溅射翡率在载玻寿上沉积lT。

薄膜．图1显示了ITO薄膜的光透过率与光波长的

关系．从图1中可看出，ITo薄膜的透过率随着溅

射功率的增加弱增加，鬟溅隽重功率隽79。2W时，

ITO薄膜的透过率最高可达88．15663％；而溅射功

率为34．8W时，ITo薄膜的透过率最高为

85。83015％，通过霞操铃淡量，溅射功率势79。2W

的样晶的方块电阻为22．8Q／口，而溅射功率为

34．8W的样品的方块电阻为52n／口．结果裘明，

lTo薄膜的方块电阻随溅射功率的增加两降低。这

是因为溅射粒予沉积在基片上的能爨随着溅射功率

的增加而增加，从而导致沉积的薄膜与基片之间的

附着力以及膜鼷的致密性也都有所提熹，因此薄膜

的透避率舞高了。两薄膜与基片之闻附着力帮薄层致

密性的提高导致晶界散射减少了，故功率增加薄膜的
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导电性得到改蛰。嚣此，在P型SiCGe羚延片上溅射

ITO薄膜时采用的溅射功率以79．2W为宜．

WavelellI垂h／nm

图l不朗溅射功搴的ITO薄骥的避过率曲线

Fig。1 Transmission of ITO film with the different

sputtering powers

3．2退灭条馋对ITO冀P型SiCGe接魅特性的

影响

幽图2和图3可得到快速退火对ITO姆P型

SiCGe接魑特健的影嚷。

么
形篱攀
黧2退灭溢度对／-V特毪瓣影响

Fig．2 Influence of the annealing temperature on the

l-V characteristic

匿2显示幂同退火瀛度下lTO与P型SiCGe

的厶y特性．从图中得知，未退火时，样品的厶y特

性呈现线性特性；对样品进行退火后，其矗y特性

呈瑷非线性特经。在给定30s的退火时闻孛，随着退

火溢度的增加，其接触的阈值电压先是减小，减小到

接触电阻最小时，随着退火温度的进一步增加其阈

值毫蘧氇跟着增加。这是蠢予接触的阙值毫藤与接

触势垒的高度和宽度有关，则所获得的最小接触电

阻也与势垒高度、宽度和退火过程巾形成的界面层

有关‰朝。

从图3可以看出，退火温度为3004C和7004C

辩，退火融阀30s到120s对ITO与P型SiCGe之

间的接触特性基本没影响．
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Fig．3 Influence of the annealing time on the I-v

characteristic

3．3 p-SiCGe的制备条件对p-SiCGe与ITO接触

特性的影响

由图磊可以看邈，邀火使样鼗#0605的接触特

性由线性到非线性，i丽i使样品#061024的接触特性

出菲线性到线性．

样品嚣0605 P鍪SiCGe鳃裁备条律为：珏2；

SiI-L：C3I-t,：GeI-L：B2 H4=100：30：10：20：1；生长

温度为575℃．样品#061024 P型SiCGe的制备条

件秀：&：SiI-h：cs甄：GeI-14：Bz琏=150；15：5；10；

1；生长温度为950℃．ITO薄膜的制备条件和退火

条件都一样．

壶此霹觅，P型SiCGe的铡备条姊影响着p
SiCGe与lTO的接触特性．

根据以上接触特性的研究，为了配合光电二极

管的研究，宥必要研究ITO薄膜在退火500℃后的

透过率秘方块电阻．醒5是祥菇#0605在遥火前后

的透过率图．图中所示，退火500℃后的最高透过率

为90％．但是退火500℃前后的透过率变化不大．退

火后酶ITO薄貘的努浃电阻遴过霆探参}涎试缮刹

20．6n／口．
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图4 P型SiCGe的制备条件对ITO与P型SiCGe接触特性的影响

Fig．4 Influence of the preparation conditions of p-SiCGe on the contact characteristic between ITO and p-SiCGe

图5退火前后的透过率曲线

Fig．5 Optical transmittance of ITO before and after

annealing

4 结论

利用溅射功率为79．2w的工艺条件，得到了透

过率高达88．15663％，方块电阻为22．8n／口的

ITO薄膜．结果表明，以溅射功率为79．2W的工艺

条件在P型SiCGe上沉积ITO薄膜并进行退火处

理，P型SiCGe制备条件的不同影响着退火使ITO／

P型SiCGe的接触由线性变为非线性或者由非线性

变为线性；随着退火温度的增加，接触电阻先减小后

增加，这是由于退火过程中接触界面层发生了反应

以及接触势垒高度与宽度发生了变化造成的．当退

火温度为500。C时，其接触电阻达到最小值，此时

ITO薄膜的最高透过率高达90％，方块电阻为

20．6Q／口．
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Study of ITO Contact to P—SiCGe。

Chen Chunlan，Chen Zhiming’，Pu Hongbin，Li Lianbi，and Li Jia

(Department ofElectronic Engineeringt般’all UniversityofTechnologyt Xi’all 710048，China)

Abstract：Indium tin oxide(1TO)thin film was deposited on p-SiCGe and glass substrates by DC magnetic controlled sputte-

ring．and contact property of the deposited l蕈o on p-type SiC(；e is investigated as a function of the preparation conditions of

p-SiCGe，annealing temperature and annealing time．The results show that the different preparation conditions of p-SiCGe

make the ITO contact to p-SiCGe after annealing changed from nonlinear to linear or from linear to nonlinear，and as the

thermal annealing temperature increases for a given annealing time，the contact resistance is decreased until the minimum

contact resistances are obtained and the further increase of annealing temperature increases the contact resistance．Because it

iS related to interfacial reaction and the contact potential barrier height and width during annealing,at annealing tempera-

ture of 500℃。the minimum contact resistance is obtained，the highest transmittance of ITO films is 90％，and the sheet re-

sistance is 20．6n／翻。
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